
ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные импульсные 

диодные матрицы  

2ДС523АМ, 2ДС523АМ «ОСМ» 

2ДС523БМ, 2ДС523БМ «ОСМ» 

2ДС523ВМ, 2ДС523ВМ «ОСМ» 

2ДС523ГМ, 2ДС523ГМ «ОСМ» 
 

ТТ3.362.143 ТУ Д1, ПО.070.052 (для «ОСМ») 

Особенности 

- пластмассовый корпус; 

- два (типы 2ДС523АМ, БМ) и четыре (типы 
2ДС523ВМ, ГМ) элемента с раздельными минусовыми 

и плюсовыми электродами, с индивидуальной стеклян-

ной герметизацией каждого элемента. 
Применение 

- устройства специального назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра, единица измерения 
Буквен-
ное обо-
значение 

Нор-
ма  

При
ме-
ча-
ние 

Максимально допустимое постоян-
ное обратное напряжение любой 
формы и периодичности, В 

Uобр.мах 50 4 

Максимально допустимое импуль-
сное обратное напряжение (при 
τи ≤ 3 мкс и времени между брос-
ками t ≥ 0,5 с), В  

Uобр.и.мах 70 1, 4 

Максимально допустимый посто-
янный прямой ток через элементы 
диодной матрицы (диапазон Qокр от 
минус 60 до 85ºС), мА  

Iпр.мах 20 2 

Максимально допустимый импуль-
сный прямой ток через элементы 
диодной матрицы (диапазон Qокр от 
минус 60 до 85ºС;  
tи ≤ 10 мкс; время между бросками 
t ≥ 0,5 с; Iпр.ср ≤ 20 мА, мА  

Iпр.и.мах 200 3 

Максимально допустимый средний 
прямой ток (диапазон Qокр от минус 
60 до 85ºС), мА 

Iпр.ср.мах 20 3 

Примечания 
1 При длительности импульса более 3 мкс и времени 
между бросками t ≥ 0,5 с Uобр.и.max = 50 В. 
2 В диапазоне температур от 85 до 125 С 
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3 В диапазоне температур от 85 до 125 С 
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4 Для всего диапазона рабочих температур. 
 

Габаритный чертеж,  

принципиальная схема 
 

2ДС523АМ, 2ДС523БМ 

 

 

2ДС523АМ, 2ДС523БМ 
 

 
 

2ДС523ВМ, 2ДС523ГМ 
 

 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
Наименование 

параметра, 

единица изме-
рения 

Бук-

вен-

ное 
обо-

значе-

ние 

Норма, не более Режим из-

мерения 
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Постоянный 

обратный ток, 

мкА 

Iобр 5 5 5 5 Uобр=50 В 

Постоянное 

прямое напря-

жение, В 

Uпр 1 1 1 1 Iпр=20 мА 

Заряд восста-

новления, пКл 
Qвос 150 150 150 150 

Iпр=20 мА, 

Uобр.и=10 В 
Разность пря-
мых напряже-
ний между все-
ми элементами 
диодной матри-
цы, мВ 

ΔUпр 5 20 10 20 Iпр=0,05÷2 мА 

Общая емкость, 

пФ 
Сд 2,5 2,5 2,5 2,5 Uобр=0,1 В 

Время обратно-
го восстановле-

ния, нс tвос.об

р 
4 4 4 4 

с Iпр 
=10 мА на 

Uобр.и=10 В, 
уровень 
отсчета 

Iобр =2 мА 

Примечание  – Все параметры, за исключением ΔUпр, 

приведены для каждого элемента диодной матрицы. 
 

 


